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１．概要（Summary） 

縦型トランジスタの作製では，絶縁膜，保護膜を任意の

膜厚にエッチバックすることが必要となる[1]．本研究では，

絶縁膜，保護膜に CVD 成膜された SiO2を利用する． 
今回SiO2エッチバックの実験準備のため，東京工業大

学のプラズマ CVD 装置を利用し，SiO2成膜を行った． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

プラズマ CVD 装置 
【実験方法】 

プラズマ CVD 装置を用いて，シリコン基板上に SiO2を

成膜した．CVD は O2流量 100 sccm, TEOS 2 sccm, 圧

力 120 Pa, 温度 250℃，RF パワー250 W，成膜時間 12
分の条件で行った． 

成膜後エリプソメータを用い SiO2の膜厚を求めた． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
以下に CVD 成膜後の試料の写真を示す． 

 

Figure 1 Samples after CVD deposition 
試料は紫色に写っている．光の干渉色が現れているこ

とより，シリコン基板上に SiO2 膜が成膜されたと考えられ

る． 
以下に，エリプソメータで測定した SiO2膜厚を示す． 

 
Table 1 SiO2 thickness deposited by CVD 

Sample number SiO2 thickness [nm] 
1 880 
2 904 
3 848 
4 889 

 
約 900 nm の SiO2膜が成膜されていることが確認でき

た． 
今後成膜された SiO2 を用いてエッチングの実験を行う． 
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